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B Passivacao superficial de semicondutores
+ (Ge para processamento de alto desempenho
« SIC para eletronica de poténcia

B Revestimentos protetores superduros
. ALO,/ZrO,

Necessariamente NANO
| 2 ‘



» Nanoeletronica do presente

Dl\i/lsgogls:ig\_/ro Circuito( Iig;egrado Fabricagdo em escala

Nessa escala, compreender mecanismos pode
determinar o successo ou fracasso de novas tecnologias

Imagens: divulgacgao Intel (2007). 3‘



! Passivacao de Ge
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w Passivacio de Ge
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» Nanoeletréonica do futuro

2007

45 nm process
30 nm gate

2009 2011
32nm process 22 nm process

20 nm gate 10 nm gate

Ciéncia e tecnologia
lado a lado — muitos
desafios e oportunidades

2015+

Island

Ti10Ox Barrier

Single-electron transistor

Source

C. R. Barrett, MRS Bulletin 31, 906 (2006).
K. Matsumoto et al., Appl. Phys. Lett. 68, 34 (1996).
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C. Radtke et al., Appl. Phys. Lett. 92, 252909 (2008). 7 i



S. A. Corréa et al., Appl. Phys. Lett. 95, 051916 (2009).

Normalized alpha yield

Normalized alpha yield

AlEO?: 13(;'2 %ﬁ

_SiC| _r [ SIC
Ll . I
o ."_r?!-:,_ '-.--..- .,,,.gooc &
0.75] % gage 0f™ #,,-mwco d
I’ ..-. [ |
0.50 + * /.“.l. _'! -
. . R
025] < 600°CO, ", 2, ]
@ =
U.Dﬂa:&*’f "‘---fi‘f'-""#
I | 1 L] | |
152 154 156 168 160 162
Proton energy (keV)
Al A N r:_':.x”' ) 5] 130
AIEO3 ; ﬁg}@ﬁf &2
-
0.754 -
0.50 - 900°C, N, + 900°C, O, J
0.25- -{,mﬂa °C, N, + 900°C, O, .
0.00 {2 "--i—-E-L_LL_r_I?!‘j“._“'._‘W VOOAANAANANAAS o
I

)
152 154 156 158 160 162
Proton energy (keV)




» Revestimentos protetores

B Superdureza: nitretos com dado periodo na
multicamada
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W. D. Sproul, Science 273, 889 (1996).



Revestimentos protetores
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G. Abadias et al., Surf. Coat. Technol. 202, 844 (2007).
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Rede de Pesquisa e Formagcdo em Biofuncionalizacdo de Superficies

Isolamento e
modificacao de
biomoléculas

Preparacao de
superficies

Funcionalizacao
de superficies

Caracterizacao

fisica Aplicacoes




Inibicao de biofilmes

A. J. Macedo, Faculdade de Farmacia da UFRGS.
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IBA 2011 no Brasil!
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MRS Bulletin, vol. 32, May 2007 .




Micro e nanofabricacao

Figure 1. Shaping of a magnetic CoSm particle as an optimized magnetic force
microscope fip: (a) before and (b) after focused ion beam (FIB) shaping.

MRS Bulletin, vol. 32, May 2007.




Factory acceptance tests, setembro de 2009.




CNT ALD Savannah 100

= Travelling wave cross flow reactor

= Affordable for research labs

= Expandable (ozone, plasma, analytical systems)
= Small footprint (19 x 22 inches)

1/82006

Savannah 100 ALD

Technical specifications

Substrate Size

up to 100 mm

Substrate Temperature

23"C - 400*°C; +0.2°C

Precursor Sources

2, heated

D eposition Uniformity

=+1%

Footprint

300 x 350 mm

D eposition

High speed / high aspect ratio

Control

Labview -USB-PC

Vacuurm Purmp

Integrated

Compatibility

Cleanrocom Class 100

Cabinet

Removable panels

Power

115Vac or 220V ac, 300W

Optional

Up to 5 heated sources

Optional

Any substrate size

Optional

www.cambridgenanotech.com

Full custom design




o receive a Nobel Medal you must:
he curious

he competitive

he creative
be stubborn
he sell confident

be skeptical

lvar Giaever, www.lindau-nobel.de




» Além da pesquisa

B ENnsino
+ Novas disciplinas de Pds-Graduacao
« Escolas de Inverno
+ Novos bacharelados e Engenharia Fisica

B Fxtensao
+ Ensino Médio
+ Empresas




B A Fisica continua um campo de trabalho
fascinante e encontra-se particularmente repleta
de oportunidades.

B Daqui a 50 anos, o |F estara 50 anos mais
experiente... e 50 anos mais jovem!




w Agradecimentos

 CNPq

« CAPES

« FAPERGS
 PROPESQ/UFRGS
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